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@ Aktiver Bildpunktsensor mit elektronischem VerschiuB 

(57) Aktiver Bildpunktsensor mit elektronischem VerschluB, 
der in der Lage ist, durch Steuern einer photoelektrischen 
Ladung, die gemaG auf sine Photodiode einfallendem 
Licht erzeugt wird, eine auto mat i sen e VerschluBfunktion 
zu erhalten, so dafc alle Bildpunkte die identische licht- 
empfindliche Zeit aufweisen. Der Sensor beinhaltet eine 
Schalteinheit zum Durchlassen der photoelektrischen La- 
dung wahrend einer vorbestirnmten Zeit gemaB einem 
von aufcen eingegebenen Verschluftsteuersignal, und 
eine Speichereinheit fur elektrische Ladung zum Spei- 
chern der photoelektrischen Ladung aus der Schalteinheit 
fur eine vorbestimmte Zeit und Ausgeben der so gespei- 
cherten photoelektrischen Ladung an die Verstarkungs- 
und Ausgabeeinheit fur elektrische Ladung gemaft einem 
von aufcen eingegebenen Rucksetzsignal fur elektrische 
Ladung, wodurch ein Bildschirm gleichformiger Helligkeit 
eines Anzeigegerats ermoglicht wird, da alle Bildpunkte 
die identische lichtempfindliche Zeit haben konnen. 
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Besc^PRung 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

1 . Bereich der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen aktiven Bild- 
punktsensor (APS) mit einem elektronischen VerschluB und 
besonders einen verbesserten aktiven Bildpunktsensor mit 
einem elektronischen VerschluB, der in der Lage ist, sowohl 
eine elektronische VerschluBfunktion als aucb eine automa- 
tische Belichtungsfunktion bereitzustellen. 

2. Beschreibung des Stands der Technik 

Ein aktiver Bildpunktsensor (im Folgenden als APS be- 
zeichnet) besteht im allgemeinen aus zweidimensionalen 
Sensoranordnungen, durch die eine Adressierung ermog- 
licht wird, und hat denselben RAM-Aufbau wie der Stand 
der Technik. 

^ Wie in Fig. 1 gezeigt, beinhaltet der APS gemaB dem 
Stand der Technik eine mit einer Masseschaltung verbun- 
dene Photodiode Dl, die basierend auf von auBen einfallen- 
dem Licht eine photoelektrische Ladung erzeugt, einen 
NMOS-Transistor Ml, dessen Drain mit der Photodiode Dl 
verbunden ist, dessen Source eine Versorgungsspannung 
Vdd aufnimmt, und dessen Gate ein Rucksetzsignal RESET 
aufhimmt, zum Entladen einer internen elektrischen Ladung 
der Photodiode Dl gemaB dem Rucksetzsignal RESET, ei- 
nen NMOS-Transistor M2, dessen Gate mit dem Drain des 
NMOS-Transistors Ml verbunden ist und der eine photo- 
elektrische Ladung von der Photodiode Dl aufhimmt, und 
dessen Source die Versorgungsspannung Vdd aufhimmt, 
und der so die elektrischen Ladungen aus der Photodiode Dl 
verstarkt, sowie einen NMOS-Transistor M3, dessen Source 
mit dem Drain des NMOS-Transistors M2 verbunden ist, 
und dessen Gate ein von auBen eingegebenes Zeilenaus- 
wahlsignal aufnimmt, urn so gemaB dem Zeilenauswahlsi- 
gnal ein Bildpunktdatum aus zugeben. 
^ Das Rucksetzsignal RESET wird hier von einer extemen 
Signalquelle jeweils in alle Bildpunkte eingegeben, um eine 
elektrische Ladung der PhotozeUe (Photodiode) zu entladen, 
und die Zeilenauswahlsignale werden der Reihe nach von 
einem von auBen angeschlossenen Zeilendecoder eingege- 
ben, so daB dadurch jeder Bildpunkt ausgewahlt wird. 

Die Arbeitsweise des APS gemaB dem Stand der Technik 
wird nun mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben. 

Wird ein Rucksetzsignal mit High-Pegel in das Gate des 
ersten NMOS-Transistors Ml eingegeben, wird der erste 
NMOS-Transistor Ml angeschaltet und die interne elektri- 
sche Ladung der Photodiode Dl, die gemaB von auBen ein- 
fallendem Licht erzeugt wird, wird gemaB der Ausgabe des 
ersten NMOS-Transistors Ml entladen, und der erste 
NMOS-Transistor Ml wird abgeschaltet. 

Danach nimmt die Photodiode Dl wahrend einer vorbe- 
stimmten lichtempfindlichen Zeit von aufien einfallendes 
Licht auf und erzeugt eine photoeiektrische Ladung. AuBer- 
dem wird die von der Photodiode Dl wahrend einer vorbe- 
stimmten photoelektrischen Ladezeit (lichtempfindlichen 
Zeit) erzeugte photoelektrische Ladung (Bildsignal) an das 
Gate des zweiten NMOS-Transistors M2 angelegt, und dann 
verstarkt der zweite NMOS-Transistor M2 die photoelektri- 
sche Ladung (Bildsignal) und gibt die so verstarkte photo- 
elektrische Ladung an den dritten NMOS-Transistor M3 
aus. 

Zusatzlich gibt der dritte NMOS-Transistor M3 die pho- 
toelektrische Ladung (Bildsignal), die durch den zweiten 
NMOS-Transistor M2 verstarkt ist, gemaB einem an das 




Gate angelegtS^Kilenauswahlsignal mit High-Pegel nach 
auBen aus. Das Rucksetzsignal mit High-Pegel wird an das 
Gate des ersten NMOS-Transistors Ml angelegt und das 
Ausgangssignal des ersten NMOS-Transistors Ml entladt 
5 die von der Photodiode Dl erzeugte photoelektrische La- 
dung, so daB jeder Bildpunkt einen Ausgangszustand ein- 
nimmt. 

Die oben beschriebenen Vorgange werden wiederholt. 
Deshalb wird bei dem APS gemaB dem Stand der Technik 
10 eine photoelektrische Ladung (Bildsignal) als Bildpunktda- 
ten nach auBen ausgegeben. 

Beim APS gemaB dem Stand der Technik werden die 
Spaltenleitungen (nicht gezeigt) der Bildpunkte durch einen 
externen Spaltendecoder (nicht gezeigt) ausgewahlt, und 
15 eine durch von auBen einfallendes Licht von der Photodiode 
Dl wahrend einer vorbestimmten lichtempfindlichen Zeit 
erzeugte photoelektrische Ladung (Bildsignal) wird an eine 
von auBen angeschlossene Anzeigevorrichtung (Fernseher 
Oder Monitor) als Daten der Bildpunkte ausgegeben. 
20 Bei dem herkommlichen APS ist es moglich, eine licht- 
empfindliche Zeit zu steuern, indem durch Steuem der Peri- 
ode des Riicksetzsignals ein Rucksetzsignal erzeugt wird, 
bevor ein Zeilenauswahlsignal angelegt wird. Angesichts 
der.lichtempfindlichen Zeit hinsichtlich der Gesamtheit der 
25 Bildpunkte hat das oben beschriebene Steuerverfahren da- 
hingehend ein Problem, daB eine gewunschte tichtempfind- 
liche Zeit nur hinsichtlich eiries vorbestimmten Bildpunkts 
erhalten wird. Da bei einem APS die Bildpunktdaten typi- 
scherweise kontinuierlich gelesen und ausgegeben werden, 
30 und die anderen Bildpunkte eine unterschiedliche lichtemp-' 
findliche Zeit aufweisen, ist es deshalb unmoglich, einen 
Bildschirm der Anzeigevorrichtung gleichformiger Hellig- 
keit zu ermoglichen. 



35 ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Es ist folglich Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen 
akuven Bildpunktsensor rnit elektronischem VerschluB be- 
reitzusteUen, der das oben erwahnte im Stand der Technik 
40 auftretende Problem lost. 

Es ist femer Aufgabe der vorliegenden Erfindung,. einen 
verbesserten aktiven Bildpunktsensor mit elektronischem 
VerschluB bereitzustellen, der in der Lage ist, durch Steuem 
einer photoelektrischen Ladung, die gemaB auf eine Photo- 
45 diode einfallendem licht erzeugt wird, eine automatische 
Belichtungsfunktion zu erhalten, so daB alle Bildpunkte die 
identische lichtempfindliche Zeit aufweisen. ' 

Um die obigen Aufgaben zu erfullen, wird ein aktiver 
Bildpunktsensor mit einem elektronischen Sensor gemaB ei- 
50 ner ersten Ausruhrungsform der vorliegenden Erfindung be- 
reitgestellt, der beinhaltet: eine Schalteinheit zum Durchlas- 
sen der photoelektrischen Ladung wahrend einer vorbe- 
sdmmten Zeit gemaB einem von auBen eingegebenen Ver- 
schluBsteuersignal, und eine Speichereinheit fiir elektrische 
55 Ladung zum Speichern der photoelektrischen Ladung aus 
der Schalteinheit fur eine vorbestimmte Zeit und Ausgeben 
der so gespeicherten photoelektrischen Ladung an die Ver- 
starkungs- und Ausgabeeinheit fur elektrische' Ladung ge- 
maB einem von auBen eingegebenen Rucksetzsignal fur 
60 elektrische Ladung, wodurch ein Bildschirm gieichforrniger 
Helligkeit einer Anzeigevorrichtung ermoglicht wird, indem 
man alle Bildpunkte die identische lichtempfindliche Zeit 
haben lafit. 

Um die obigen Aufgaben zu erfullen, wird ein aktiver 
65 Bildpunktsensor mit einem elektronischen Sensor gemaB ei- 
ner zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
bereitgestellt, der beinhaltet: einen vierten NMOS-Transi- 
stor, dessen Source mit dem Drain des mit der anderen Seite 
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der Photodiode verbundenen ersten NMOS-i^^istors ver- 
bunden ist, und dessen Gate von auBen ein VerschluBsteuer- 
signal aufnimmt, urn gemaB dem VerschluBsteuersignal ge- 
schaltet zu werden, sowie einen fiinften NMOS-Transistor, 
dessen Drain jeweils mil dem Drain des vierten NMOS- 
Transistors und dem Gate des zweiten NMOS -Transistors 
verbunden ist, dessen Source mit Masse verbunden ist, und 
dessen Gate von auBen ein Rucks etzsignal fur elektrische 
Ladung aufhimmt, zum Speichem einer von der Photodiode 
iiber den vierten NMOS-Transistor ausgegebenen elektri- 
schen Ladung und Ausgeben der so gespeicherten elektri- 
schen Ladung an ein Gate des zweiten NMOS-Transistors. 

Weitere Vorteile, Aufgaben undMerkmale der Erfindung 
werden aus der folgenden'Beschreibung besser ersichtlich. 

KURZE BESCHREEBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Die vorliegende Erfindung wird aus der im Folgenden ge- 
gebenen ausfuhrlichen Beschreibung und den beigerugten 
Zeichnungen, die nur der Darstellung dienen und die vorlie- 
gende Erfindung somit nicht beschranken, besser verstand- 
lich. 

Fig. 1 ist ein Schaltbild, das einen aktiyen Bildpunktsen- 
sor gemaB dem Stand der Technik zeigt; 

Fig. 2 ist ein Schaltbild, das einen aktiven Biidpunktsen- 
sor gemaB der vorliegehden Erfindung zeigt; 

Fig. 3 A ist ein WeUenfonndiagramm eines Riicksetzsi- 
gnals und eines Riicksetzsignals fur elektrische Ladung in 
der Schaltung von Fig. 2; 

Fig. 3B ist ein Wellenformdiagramm eines VerschluB- 
steuersignals in der Schaltung von Fig, 2; 

Fig. 4A bis 4C sind WeUenformdiagramme von Fernseh- 
synchronsignalen in der Schaltung gemaB der vorliegenden 
Erfindung, wobei 

Fig. 4A ein Wellenformdiagramm eines Austastsignals 
ist; 

Fig. 4B ein Wellenformdiagramm eines vertikalen Syn- 
chronsignals eines Femsehsystems ist; und 

Fig. 4C ein Wellenformdiagramm eines horizontalen 
Synchronsignals eines Femsehsystems ist; und 

Fig. 5A bis 5C sind WeUenfbrmm^gramme von modu- 
lierten VerschluBsteuersignalen in der Schaltung von Fig. 2, 
wobei 

Fig. 5 A ein WeUenfonndiagramm eines Austastsignals 
ist; 

Fig. 5B ein Wellenformdiagramm eines VerschluBsteuer- 
signals hinsichtlich der maximalen lichtempfindlichen Zeit 
ist; und 

Fig. 5C ein WeUenformdiagramm eines VerschluBsteuer- 
signals hinsichtlich einer vorbestimmten Modulationslicht- 
empfindlichen Zeit ist. 

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG 

Fig. 2 zeigt einen aktiven Bildpunktsensor (APS) gemaB 
der vorliegenden Erfindung. Wie darin gezeigt, beinhaltet 
der aktive Bildpunktsensor eine Photodiode Dl, deren eine 
Seite mit Masse verbunden ist, die gemaB darauf einfallen- 
dem Licht eine photoelektrische Ladung erzeugt, einen er- 
sten NMOS-Transistor Ml, dessen Drain mit der anderen 
Seite der Photodiode Dl verbunden ist, dessen Source eine 
Versorgungsspannung Vdd aufnimmt, und dessen Gate von 
auBen ein Riicksetzsignal RESET aufnimmt, zum Entladen 
einer internen elektrischen Ladung der Photodiode Dl, ei- 
nen zweiten NMOS-Transistor M2, dessen Source die Ver- 
sorgungsspannung Vdd aufnimmt, zum Verstarken einer 
iiber das Gate des zweiten NMOS-Transistors M2 eingege- 
benen photoelektrischen Ladung, sowie einen dritten 
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NMOS-Transistor M3, dessen ^PFce mit dem Drain des 
zweiten NMOS-Transistors M2 verbunden ist und dessen 
Gate ein Zeilenauswahlsignal aufnimmt, zum Ausgeben der 
durch den zweiten NMOS-Transistor M2 verstarkten photo- 
elektrischen Ladung nach auBen gemaB dem Zeilenauswahl- 
signal. 

Der APS gemaB der vorliegenden Erfindung beinhaltet 
ferner: einen vierten NMOS-Transistor, dessen Source mit 
dem Drain des ersten NMOS-Transistors Ml verbunden ist 
und eine photoelektrische Ladung von der Photodiode Dl 
aufnimmt, und dessen Gate von auBen ein VerschluBsteuer- 
signal aufnimmt, urn gemaB dem VerschluBsteuersignal ge- 
schaltet zu werden, sowie einen fiinften NMOS-Transistor, 
dessen Drain jeweils mit dem Drain des vierten NMOS- 
Transistors M4 und dem Gate des zweiten NMOS-Transi- 
stors M2 verbunden ist, dessen Source mit Masse verbunden 
ist, und dessen Gate von auBen ein Riicksetzsignal fur elek- 
trische Ladung CHARGE RESET aufnimmt, zum Spei- 
chem der elektrischen Ladungen von der Photodiode Dl 
uber den vierten NMOS-Transistor M4 und .Ausgeben an 
das Gate des zweiten NMOS-Transistors M2. , 

Das Riicksetzsignal wird hier von einer extemen Signal- 
quelle ausgegeben, so daB die durch die Photozellen erzeug- 
ten elektrischen Ladungen an alle Bildpunkte entladen wer- 
den. Die Zeilenauswahlsignale werden der Reihe nach von 
einem von aufien angeschlossenen Zeilendecoder (nicht ge- 
zeigt) eingegeben, so daB dadurch jede Zelle ausgewalili 
wird. Zusatzlich wird das Riicksetzsignal fur elektrische La- 
dung von einer von aufien angeschlossenen Signalquelle 
ausgegeben, so daB die im fiinften NMOS-Transistor M5 ge- 
speicherten elektrischen Ladungen entladen werden, und 
das Riicksetzsignal als ein Riicksetzsignal fur elektrische 
Ladung verwendet wird. 

Die Arbeitsweise des aktiven Bildpunktsensors mit elek- 
trischem VerschluB gemaB der vorliegenden Erfindung wird 
nun mit Bezug auf die beigefugten Zeichnungen erlautert. 

Wird das Riicksetzsignal RESET von Fig. 3A in das Gate 
des ersten NMOS-Transistors Ml eingegeben, wird der er- 
ste NMOS-Transistor Ml angeschaltet. Die internen elektri- 
schen Ladungen in der Photodiode D 1 werden gemaB einem 
Ausgangssignal des ersten NMOS-Transistors Ml entladen, 
und der erste NMOS-Transistor Ml wird abgeschaltet Hier, 
im Ausgangszustand, werden die internen elektrischen . La- 
dungen in der Photodiode Dl entladen, so daB die elektri- 
schen Ladungen fur eine vorbesdmmte lichtempfindliche 
Zeit in der Photodiode D l gespeichert werden. 

Ein in Fig..3B gezeigtes VerschluBsteuersignal mit High- 
Pegel wird von einer von auBen angeschlossenen VerschluB- 
steuerung (nicht gezeigt) an das Gate des vierten NMOS- 
Transistors M4 angelegt und der vierte NMOS-Transistor 
M4 wird dadurch angeschaltet. 

Zusatzlich werden die von der Photodiode Dl gemaB dar- 
auf einfallendem Licht erzeugten photoelektrischen Ladun- 
gen (Bildsignal) iiber den vierten NMOS-Transistor M4 
zwischen dem Gate und der Source des funften NMOS- 
Transistors M5 gespeichert, wahrend ein VerschluBsteuersi- 
gnal auf High-Pegel bleibt. Die erf orderliche Zeit, wahrend 
der das VerschluBsteuersignal auf High-Pegel bleibt, wird 
zu einer lichtempfindlichen Zeit. Der fiinfte NMOS-Transi- 
stor M5 dient als Kondensator. 

Zusatzlich werden die durch die Photodiode Dl erzeugten 
photoelektrischen Ladungen wahrend einer lichtempfindli- 
chen Zeit, wahrend der ein VerschluBsteuersignal auf High- 
Pegel ist, im funften NMOS-Transistor M5 gespeichert. 
Wird der VerschluB, also der vierte NMOS-Transistor M4, 
abgeschaltet, namlich wenn das VerschluBsteuersignal auf 
Low-Pegel wechselt, werden die im funften NMOS-Transi- 
stor M5 gespeicherten photoelektrischen Ladungen nicht 
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glen elektrischen La- 



durch die von der Photodiode 
dungen beeinfluBt. 

Danach werden die im funften NMOS-Transistor M5 ge- 
speicherten photoelektrischen Ladungen durch den zweiten 
NMOS-Transistor M2 verstarkt und der dritte NMOS-Tran- 
sistor M3, der gernaB einern Zeilensignal von einem von au- 
Ben angeschlossenen Zeilendecoder (nicht gezeigt), ange- 
schaltet wird, gibt die durch den zweiten NMOS-Transistor 
M2 verstarkte photoelektrische Ladung an eine von auBen 
angeschlossene Anzeigevorrichtung (nicht gezeigt) aus. 

Das Rucksetzsignal fur elektrische Ladung CHARGE 
RESET von Fig. 3A wird von auBen an das Gate des funften 
NMOS-Transistors M5 angelegt, und die internen elektri- 
schen Ladungen des funften NMOS-Transistors M5 werden 
entladen. Das Rucksetzsignal RESET, das von auBen an das 
Gate des ersten NMOS-Transistors Ml angelegt wird, kann 
hier als ein an das Gate des funften NMOS-Transistors M5 
angelegtes Rucksetzsignal fur elektrische Ladung 
CHARGE RESET verwendet werden. 

Die oben beschriebene Routine, wahrend der durch Licht, 
das man fur eine vorbestimmte tichtempfindliche Zeit auf 
die Photodiode Dl einf alien laBt, eine Ausgabe des APS er- 
halten wird, wird hier als eine Periode bezeichnet. Die Ein/ 
Ausschaltzeit des Verschlusses wird als lichtempfindliche 
Zeit des Bildpunkts bezeichnet. AuBerdem werden die 
durch jeden Bildpunkt erzeugten photoelektrischen Ladun- 
gen an ein von auBen angeschiossenes Anzeigegerat wie ei- 
nen Femseher oder einen Monitor (nicht gezeigt) als Aus- 
gabe jedes Bildpunkts ausgegeben. 

Bei der vorliegenden Erfindung weisen aUe Bildpunkte 
wahrend einer Periode zum Erhalten der Ausgaben der Bild- 
punkte die identische lichtempfindliche Zeit (Belichtungs- 
zeit) auf und die der lichtempfindlichen Zeit entsprechenden 
photoelektrischen Ladungen werden im funften NMOS- 
Transistor M5 gespeichert, bis jeder Bildpunkt durch die 
von auBen angeschlossenen Zeilendecoder und Spaltende- 
coder ausgewahlt wird. Wird jeder Bildpunkt der Reihe nach 
durch den von auBen angeschlossenen Zeilendecoder ausge- 
wahlt, nachdem jede Spalte durch den von auBen ange- 
schlossenen Spaltendecoder ausgewahlt ist, werden die im 
funften NMOS-Transistor M5 gespeicherten Bildpunktda- 
ten (photoelektrischen Ladungen) ausgegeben. 

Die lichtempfindliche Zeit (Belichtungszeit) wird gernaB 
dem VerschluBsteuersignal, das von der von auBen ange- 
schlossenen VerschluBsteuerung (nicht gezeigt) an den vier- 
ten NMOS-Transistor angelegt wird bestimmt. 

Die lichtempfindliche Zeit wird namlich durch Variieren 
der Impulsbreite des VerschluBsteuersignals, das an das 
Gate des vierten NMOS-Transistors M4, der als VerschluB 
dient, angelegt wird, gesteuert, so daB alle Bildpunkte die 
identische Belichtungszeit (lichtempfindliche Zeit) aufwei- 
sen und deshalb alle Bildpunkte dadurch identisch gesteuert 
werden. 

Das Verfahren, gernaB dem die VerschluBsteuersignale 
gesteuert werden, wird nun erklart. 

Fig. 4A bis 4C zeigen Fernsehsynchronsignale. Fig. 4A 
zeigt ein vertikales Austastsignal BLK, durch das eine Ab- 
tastzeile des Femsehsystems nicht erscheint Fig. 4B zeigt 
ein vertikales Synchronsignal VD des Femsehsystems und 
Fig. 4C ist ein horizontales Synchronsignal HD des Fem- 
sehsystems. 

Die von auBen angeschlossene VerschluBsteuerung (nicht 
gezeigt) verwendet die in Fig. 4A und 5A gezeigten vertika- 
len Austastsignale BLK, so daB die Abtastzeilen des Fem- 
sehsystems nicht erscheinen. In dem Interval!, in dem die 
vertikalen Austastsignale BLK aufLow-Pegel sind, namlich 
in einem Teil, in dem die Abtastzeilen nicht erscheinen, wird 
das in Fig. 5B und 5C gezeigte VerschluBsteuersignal, das 
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moduliert sein JcBrTf 'gernaB einem Datensignal von einem 
von auBen angeschlossenen Mikrocomputer (nicht gezeigt) 
ausgegeben, wahrend das vertikale Austastsignal BLK ein- 
geschaltetist. 

Die Impulsbreite des VerschluBsteuersignals wird gernaB 
den Daten aus dem von auBen angeschlossenen Mikrocom- 
puter (nicht gezeigt) variiert. Die Impulsbreite des Ver- 
schluBsteuersignals wird zu einer Referenz, die dazu ver- 
wendet wird, festzulegen, wie lang die Photozelien licht 
oder Bilder aufhehmen. Die VerschluBgeschwindigkeit wird 
gernaB der Impulsbreite bestimmt. 

Die lichtempfindliche Zeit (Belichtungszeit) wird deshalb 
basierend auf der Zeit (VerschluBzeit) gesteuert, wahrend 
der der vierte NMOS-Transistor M4 gernaB einem von einer 
von auBen angeschlossenen VerschluBsteuerung (nicht ge- 
zeigt) angelegten VerschluBsteuersignal an/abgeschaltet 
wird. 

, Beim APS gernaB der vorliegenden Erfindung wird jede 
Spalte durch einen von auBen angeschlossenen Spaltendeco- 
der ausgewahlt, und jeder Bildpunkt wird der Reihe nach 
durch einen von auBen angeschlossenen Zeilendecoder aus- 
gewahlt und gibt so ein Bildpunktdatum aus. Zusatzlich 
werden in jedem Bildpunkt die durch die Photodiode wah- 
rend einer vorbestimmten lichtempfindlichen Zeit erzeugten 
25 photoelektrischen Ladungen in den funften NMOS-Transi- 
stor gespeichert und dann davon ausgegeben, wodurch es 
mdglich ist, einen Bildschirm gleichforrniger Helligkeit zu 
erhalten. 

Wie oben beschrieben, wird bei der . vorliegenden Erfin- 
dung die lichtempfindliche Zeit durch ein VerschluBsteuersi- 
gnal gesteuert, so daB alle Bildpunkte identische lichtemp- 
findliche Zeit aufweisen. Deshalb ist es moglich, einen 
Fernseh- oder Monitorschirm gleichforrniger Helligkeit zu 
erhalten. Zusatzlich ist es moglich, eine gewunschte auto- 
35 matische Belichtungsfunktion fur eine Kamera zu ermogli- 
chen, was auch auf eine digitale Filmkamera anwendbar ist. 

Paten tanspriiche . 
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. 1. In einem aktiven Bildpunktsensor (APS), ausgestat- 
tet mit einer photoelektrischen Ladungserzeugungsein- 
richtung zum Erzeugen einer photoelektrischen La- 
dung gernaB Licht, das man von auBen darauf einfallen 
laBt, und einer Verstarkungs- und Ausgabeeinrichtung 
fur elektrische Ladung zum Verstarken einer photo- 
elektrischen Ladung aus der photoelektrischen La- 
dungserzeugungseinrichtung und Ausgeben derselben 
nach auBen, ein verbesserter aktiver Bildpunktsensor 
(APS) mit einem elektronischen VerschluB, der um- 
faBt: 

eine Schalteinrichtung zum Durchlassen der photo- 
elektrischen Ladung fur eine vorbestimmte Zeit gernaB 
einem von auBen eingegebenen VerschluBsteuersignal; 
und 

eine Speichereinrichtung fur elektrische Ladung zum 
Speichern der photoelektrischen Ladung aus der 
Schalteinrichtung fur eine vorbestimmte Zeit und Aus- 
geben der so gespeicherten photoelektrischen Ladung 
an die Verstarkungs- und Ausgabeeinrichtung fur elek- 
trische Ladung gernaB einem von auBen eingegebenen 
Rucksetzsignal fur elektrische Ladung. 
2. In einem aktiven Bildpunktsensor (APS), ausgestat- 
tet mit einer Photodiode, deren eine Seite mit Masse 
verbunden ist, zum Erzeugen einer photoelektrischen 
Ladung gernaB Licht, das man von auBen darauf einfal- 
len laBt, einem ersten NMOS-Transistor, dessen Drain 
mit der anderen Seite der Photodiode verbunden ist, 
dessen Source eine Versorgungsspannung aufnimmt, 
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und dessen Gate von auBen ein Rucks^B&gnal auf- 
nimmt, zum Entladen einer internen elektrischen La- 
dung der Photodiode gemaB dem Rucksetzsignal, ei- 
nem zweiten NMOS-Transistor, dessen Source die Ver- 
sorgungsspannung aufnimmt, zum Verstarken der in 5 
dessen Gate eingegebenen photoelektrischen Ladung, 
und einem dritten NMOS-Transistor, dessen Source 
mit dem Drain des zweiten NMOS-Transistors verbun- 
den ist, und dessen Gate ein Zeilenauswahlsignal auf- 
nimmt, zum Ausgeben der durch den zweiten NMOS- 10 
Transistor verstarkten photoelektrischen Ladung nach 
auBen gemaB dem Zeilenauswahlsignal, ein verbesser- 
ter APS mit elektronischem VerschluB, der umfaBt 
einen vierten NMOS-Transistor, dessen Source mit 
dem Drain des mit der anderen Seite der Photodiode 15 
verbundenen ersten NMOS-Transistors verbunden ist, 
und dessen Gate von auBen ein VerschluB steuersignal 
aufnimmt, um gemaB dem VerschluBsteuersignal ge- 
schaltet zu werden; und 

einen funften NMOS-Transistor, dessen Drain jeweils 20 
mit dem Drain des vierten NMOS-Transistors und dem 
Gate des zweiten NMOS-Transistor verbunden ist, des- 
sen Source mit Masse verbunden ist, und dessen Gate 
von auBen ein Rucksetzsignal fur elektrische Ladung 
aufnimmt, zum Speichem einer von der Photodiode 25 
iiber den vierten NMOS-Transistor ausgegebenen elek- 
trischen Ladung und Ausgeben der so gespeicherten 
elektrischen Ladung an das Gate des zweiten NMOS- 
Transistors. 

3. Aktiver Bildpunktsensor nach Anspruch 2, worin 30 
der vierte NMOS-Transistor gemaB einem von auBen 
eingegebenen VerschluBsteuersignal an/abgeschaltet 
wird und so als ein elektronischer VerschluB arbeitet. 

4. Aktiver Bildpunktsensor nach Anspruch 3, worin 
das VerschluBsteuersignal in einem Intervall, in dem 35 
ein vertikales Austastsignal eines Fernsehsynchronsi- 
gnals auf Low-Pegel ist, durch eine von auBen ange- 
schlossene VerschluBsteuerung moduhert wird, so daB 
das VerschluBsteuersignal eine VerschluBgeschwindig- 
keit auf weist, die einem Datensignal von einem von au- 40 
Ben angeschlossenen Mikrocomputer entspricht. 

5. Aktiver Bildpunktsensor nach Anspruch 2, worin 
der funfte NMOS-Transistor nur eine durch Licht er- 
zeugte elektrische Ladung speichert, die durch die Pho- 
todiode wahrend einer vorbestimmten Uchtempfindli- 45 
chen Zeit erzeugt wird, und man das Licht von auBen 
darauf einfallen laBt. 

6. Aktiver Bildpunktsensor nach Anspruch 5, worin 
die lichtempfindliche Zeit proportional zu der Breite an 
einem Teil der Wellenform, bei dem ein VerschluBsteu- 50 
ersignal von der von auBen angeschlossenen Ver- 
schluBsteuerung auf High-Pegel ist, bestimmt wird. 

7. Aktiver Bildpunktsensor nach Anspruch 2, worin 
das Rucksetzsignal eine elektrische Ladung entladt, die 
durch die Photodiode erzeugt wird, und das Rucksetz- 55 
signal fur elektrische Ladung von auBen eingegeben 
wird, um die im funften NMOS-Transistor gespeicher- 
ten elektrischen Ladungen zu entiaden, wobei das 
Rucksetzsignal als ein Rucksetzsignal fur elektrische 
Laduhg verwendet wird. 60 
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